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本論文は全６章より構成されている。第 3 章に NAND 型フラッシュメモリのデバイス、
特に、新しい素子分離技術開発によるメモリ微細化と信頼性向上について述べている。第
4 章に 3 次元 NAND 型フラッシュメモリ構造・プロセスを提案するだけでなく、回路動作
方法まで提案して実用化への道筋について述べている。第 5 章に NAND 型フラッシュメモ
リの信頼性問題の解決策について述べている。 
最初に LOCOS (LOCal Oxidation of Silicon)素子分離を用いたメモリセルの微細化技術に
関して論じている。LOCOS 酸化膜をスルーする素子分離Ｂ（ボロン）イオン注入をするこ
とで、素子分離特性と高ジャンクション耐圧を同時に実現し、微細化を可能にした。 
また、STI (Shallow Trench Isolation)を用いた SA-STI セル(Self-Aligned STI セル)に関して
論じている。新しい SA-STI セル構造で、フローティングゲートと STI をセルフアライン
（自己整合）構造にすることで、セルサイズの微細化と高信頼性を同時に実現した。加え
て SA-STI セルのスケーリング限界を論じた。その結果、10 nm ルールのメモリセルを実現
するためには、WL/STI Air Gap (60% coupling reduction) 及び 5nm 厚 FG/CG プロセスコン
トロールが必要であることを示した。 
次に、次世代の新しいフローティングゲート型の 3-Dimensional cell として、Dual Control 






Fowler-Nordheim tunneling (FN-t) 電流を流すときに生じるエレクトロン・ホールトラップ、
Stress Induced Leakage Current (SILC) などである。これらの劣化現象がメモリセル信頼性に
与える影響を明確にした。 
さらに、微細化した SA-STI cell の新しい現象として、Program 時に非選択セルにおける

































備考 審査の要旨は，1,500 字程度とする。 
